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LM385 THiR{Etis= SR, RERENGEZER, EEER T RHEnFERE, F
Nt A EIE (Y Es. FRERIRUNIEREIBESEIEBER,

LM385 #tEmPEIERE 1.2 K (LM385-1.2) , 2.5 {X (LM385-2.5) I,
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LM3852-1.2 TO-92 LM385-1.2 Lk 1000 R/
LM385Z2-2.5 TO-92 LM385-2.5 LA 1000 H/4
LM385M3-1.2/TR SOT23-3L R11 e 3000 H/#
LM385M3-2.5/TR SOT23-3L R12 e 3000 R/#
LM385M-1.2/TR SOPS8L 385-1.2 Yo 2500 H/#2
LM385M-2.5/TR SOPS8L 385-2.5 e 2500 R/#
LM385MM-1.2/TR MSOPS8L 385-1.2 Yo 3000 H/#
LM385MM-2.5/TR MSOPS8L 385-2.5 e 3000 R/#
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S (—) LM385-1.2V (Ta=25C [IERAE10R)

S MR SR =/ME | BEE | &=KXE ==Ly}
REEFHEE Ta=25°C,10pA<IR<20mA 1.200 1.240 1.280 vV
=/ NTIEERR 8 15 HA
R BEERERREE 10pA = IRS1TMA 1 1.5
MBHE 1MASIR<20mA 10 25 mV
I dEIESEt IR=100pA, f=20Hz 1 Q

IR=100pA, 10Hz<f<
ﬁ b
ZAEFE (rms) 10kHz 60 uv
IR=100pA, T=1000Hr
/H %\.—l—‘,\ El i)
KHBfgEME TAZ25°C0.1°C 20 ppm
HIORERE IR =100 pA 30 ppm/C
BE#H (Z)
LM385-2.5V (Ta=25C,[&IESBIRHE)

S MR SR =/ME | BEE | &KXE ==Ly}
REEFRE Ta=25°C,10pA<IRS20mA 2.47 2.490 2.52 Vv
B/NLIERIR 15 20 HA
K B35 2RE EREE 10puA £ IRS1TmMA 1 1.5

mV

MBHE 1MASIR<20mA 10 25

S dEIESEt IR=100pA, f=20Hz 1 Q
IR=100pA, 10Hz=f<

ﬁ b

ZAEFE (rms) 10kHz 60 uv
IR=100pA, T=1000Hr

/H %\-—'—',\ il i)

K<HBfg e TA=259040.19C 20 ppm

HIRERE IR = 100 pA 30 ppm/°C
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Lower Power Thermometer
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LM334 LM385-1.2

“2N2638 or 2M2007 select for inverse Hpg = 5
1Select for operation at 1.3V
il = 600 pAto 900 pA

% LM385 jZi5, 8% R3 {£ IOUT = temp@1pAPK; RRINIZES, 185 R2, BB RENE

1.3V@500 pA; 1Q at 1.6V@2.4 mA

0~50TFBE T+

- 13-16V

- T1Q at

K LM385 2%, 3% R3, & IOUT =temp@1.8uA°K; fRERIGE:, B8 R2, RENEMAIENE, BT,
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METER

v TC ADJ
500

v JFE TCADJ, EE R1 MimHIEREMSEXREMBXINAYREIBALHIX AR,
v 32 ZEROADJ, BEZl R2 MinhIBESHEXIEE (273.2K) HEXINAVAEBRERLELAIR

w EUBIZE R1 KR E@| R2 RIKHEE@
H#h, S
ERfEZEAY (L VIC) R1 (Q) R2 (Q) 25°C 25°C
J 52.3 523 1.24K 15.60 14.32
T 42.8 432 1K 12.77 11.78
K 40.8 412 953 12.17 11.17
S 6.4 63.4 150 1.908 1.766
BRAVEEIREEIA Y S50pA,
B ERET
v z.zt::
O LR 90k zsu;'L
OuTPUT
- v %2.:& tmvre
:E 12 e Luagsa 1*
1%/
R1
/€ 1k
- <
FEE R1, {F V1=temp@1mV/°K; FZE V2 £ 273.2mV,
t1Q 53 1.3V~ 1.6V ERBE; age=50~150 pA
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Dimensions In Millimeters(SOT23-3)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.05 0.00 2.82 2.65 1.50 0.30 0° 0.30
1.90 BSC
Max: 1.15 0.15 3.02 2.95 1.70 0.60 8° 0.40
TO-92
B
] o)
] O 0o
o
\ /E
O
"
Dimensions In Millimeters(TO-92)
Symbol: A B C C1 D D1 L a b
Min: 3.43 4.44 11.2 4.32 3.17 2.03 0.33 0.40
1.27BSC
Max: 3.83 5.21 12.7 5.34 4.19 2.67 0.42 0.52
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Dimensions In Millimeters(SOP8L)

Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 4.90 5.80 3.80 0.40 0° 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 5.10 6.20 4.00 0.80 8° 0.45
MSOPS8
e
- el
| H H H H E\
L
—
OO
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! . =0 0.20
d
Dimensions In Millimeters(MSOPS8L)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 0.80 0.05 2.90 4.75 2.90 0.35 0° 0.25
0.65BSC
Max: 0.90 0.20 3.10 5.05 3.10 0.75 8° 0.35

http://www.hgsemi.com.cn 8/9 2022 JULY


http://www.hgsemi.com.cn/

«®
[(pHosE LM385

FZR:

8 SR BARZ B E SRR~ RRS . BT SEINRBSERIEXES, 7
ZELIX L= B RS R B 2.

BEPEFEREE AT mA T ERRRITIIENFIEN B REETR e inET RN L 1,
LABE R BTN A BE SR B E M= RE B R LE,

R ST RAIKSED . BE. MEMKSETIN AT, EEHESEFEIE
FRTEIX LeIg R AR A AYSE R

LT F SUMRIE A B A P ST RO M AR S TE S EE AT AT R BRI BB AT, MR AN EL AR
ERERANFERRRTEBESANREREEERN. S ERES8ITERN,
DA ST SEHN s, LSS 5,

HEH SRR ERR, (MERBN AR THIENETERXENRIER N rHTE

Hlle FEEF SR ESOI RIS A EIBI I ZREE M SS,

http://www.hgsemi.com.cn 9/9 2022 JULY


http://www.hgsemi.com.cn/

	微功耗电压基准源
	产品订购信息
	管脚图
	管脚描述
	电参数（二）

	应用电路图及工作原理说明
	5V 调整器及 10V 参考器

	1µA～1mA 精密电流源
	温度表

	0～50℉温度表
	将 LM385 短路，调整 R3，使 IOUT＝temp@1.8µA/ºK；解除短接，调整 R2，读
	百分度温度计

	封装外型尺寸
	封装外型尺寸
	重要说明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在风险可能
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质量控制技术的使用只


